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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.01

Тема дисертації:
1. Фотоелектричні властивості структур кристалічного кремнію з гідрогенізованими нанорозмірними
вкрапленнями

2. Photoelectric properties of crystalline silicon structures with hydrogenated nanosized inclusions

Реферат:
1. Об'єкт - явища генерації рухливих носіїв заряду квантами світла в монокристалічному кремнії з
аморфними нановкрапленнями. Мета - отримання властивостей гетероморфних напівпровідникових
матеріалів на основі кристалічного та аморфного кремнію різного виду та ступеня аморфізації, суттєвих з
точки зору застосування їх у фотоелектричних перетворювачах для сонячної енергетики. Методи - метод
кінетичного рівняння з модифікацією функції розподілу щільності електронних станів та спектру оптичного
поглинання з урахуванням ступеня розупорядкованості аморфного кремнію; метод схем заміщення для
визначення фотопровідності монокристалічного кремнію при різних ступенях розупорядкованості
аморфних включень різної геометричної форми. Результати – теоретичним шляхом отримано розподіл
щільності електронних станів та спектр нормованої узагальненої функції розподілу щільності станів в
гетероморфному кремнії з урахуванням ступеня розупорядкованості структури, розмірів та морфології
включень; одержано характеристики фотопровідності гетероструктури аморфного гідрогенізованого та



монокристалічного кремнію як функції розмірів та морфології аморфних включень в кристалічному
субстраті; подальший розвиток методів розрахунку впливу аморфних неоднорідностей на фотопровідність
кристалічного кремнію в залежності від фізичних властивостей та геометрії цих неоднорідностей. Галузь
застосування – сонячна енергетика, оптоелектроніка

2. The object – phenomena of mobile charge carrier generation by quantums of light in single-crystalline silicon
with amorphous nano-inclusions. The goal – obtaining properties of heteromorphic semiconductor materials
based on crystalline and amorphous silicon of various kind and degree of amorphization essential from the point of
view of their use in photoelectric converters for solar energetics. Methods – kinetic equation method with
modification of electron density states distribution and optical absorption spectrum function considering the
degree of amorphous silicon structure disorder; method of substitution patterns to determine photoconductivity
of single-crystalline silicon at various degrees of structure disorder of amorphous inclusions of different
geometrical shapes. Results – electron density states distribution and the spectrum of the normalized generalized
function of the density states distribution in the heteromorphic silicon are obtained in a theoretical way,
considering the degree of structure disorder, the size and morphology of the inclusions; photoconductivity
characteristics of the heterostructure of amorphous hydrogenated and single-crystalline silicon are obtained, as
functions of the size and morphology of amorphous inclusions in the crystalline substrate; methods of calculating
the influence of amorphous inhomogeneities on the photoconductivity of crystalline silicon are more developed,
depending on the physical properties and geometry of these inhomogeneities. Scope – solar energetics,
optoelectronics
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